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Тема дисертації:
1. Акусто- та радіаційно-індуковані явища в поверхнево-бар'єрних кремнієвих та арсенід-ґалієвих структурах

2. Acoustically and radiation induced phenomena in surface barrier silicon and gallium arsenide structures

Реферат:
1. Дисертація присвячена дослідженню впливу ультразвукового навантаження та опромінення (гамма-
кванти, нейтрони) на протікання струму в структурах із p-n-переходом (Si) та контактом Шотткі (Si, GaAs). У
кремнієвих сонячних елементах, у тому числі опромінених, виявлено акусто--індуковане зменшення часу
життя носіїв заряду, оборотне при кімнатних температурах. Для пояснення виявлених ефектів
запропоновано модель акустоактивного комплексного точкового рекомбінаційного центру. Показано, що
акустоактивними радіаційними дефектами в кремнії є дивакансія та А-центр. Проведено порівняльний
аналіз аналітичних, чисельних та еволюційних методів визначення параметрів діодів Шотткі та визначено
найоптимальніші з них з погляду точності та швидкодії. В структурах Al-n-n+-Si встановлено взаємозв'язок
між характером зміни висоти бар'єру Шотткі при збільшенні дози гамм-квантів та ступенем неоднорідності
контакту. В структурах кремній-метал виявлено оборотній вплив ультразвука на висоту бар'єру та величину



зворотного струму та показано, що він зумовлений рухом дислокаційних перегинів і зміною розмірів
кластерів дефектів. Встановлено, що вплив мікрохвильового опромінення на дефектну структуру
приповерхневого шару монокристалів GaAs і SiC та епітаксійних структур GaAs викликаний зростанням
концентрації міжвузольних атомів. Виявлено, що ультразвукова обробка здатна підвищувати однорідність
параметрів арсенід-ґалієвих діодів Шотткі та модифікувати концентрацію і енергетичний спектр радіаційно-
індукованих пасток на інтерфейсі системи Si-SiO2.

2. The thesis is devote to the study of the ultrasonic loading as well as irradiation (gamma-rays, neutrons) influence
on current in the p-n structures (Si) and Schottky diode (Si, GaAs). It is revealed the acoustically induced reversible
decrease in the carrier lifetime in the silicon solar cells, including irradiated. A model of acoustically active
complex point recombination centers is proposed for the purpose of interpretation of revealed effects. It is shown
that the main acoustically active radiation defects are divacancy and A-center. A comparative analysis of analytical,
numerical and evolutionary methods for Schottky diode parameters determination has been carried out and the
most optimal ones are defined in terms of accuracy and speed. The relationship between the type of change in the
Schottky barrier height of Al-n-n+-Si structure with the increasing of gamma-rays dose and the degree of contact
inhomogeneity is revealed. The reversible influence of ultrasound on the both barrier height and reverse current in
the silicon-metal structures is revealed and attributed to the dislocation kinks movement and the defect clusters
size changing. It is discovered that the effect of microwave irradiation on the defective structure of the near-
surface layer of GaAs and SiC single crystals and as well as GaAs epitaxial structures is caused by increase in
concentration of interstitial atoms. It has been found that ultrasonic treatment can causes both increase in the
homogeneity of the parameters of GaAs Schottky diodes and the modification in concentration as well as energy
spectrum of radiation induced interface traps in Si-SiO2.
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